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１．概要（Summary ） 

更なる半導体集積回路の微細化、高集積化を目指

し、Extreme Ultraviolet(EUV)リソグラフィが有望

視されている。EUVレジスト中の反応機構は、従来

のレーザーを露光源としたフォトリソグラフィでの

光化学反応とは異なり、イオン化を伴う化学反応で

あるため、その機構の解明が重要である。 

最近の電子線パルスラジオリシスによる研究で、スル

ホキシドやアミドなどが脱プロトン反応を速めるこ

とが明らかとなった。このような脱プロトン反応の促

進は初期酸収量の増加を起こすため、レジストの感度

増加に重要なファクターと考えられる。そこで本研究

では、これらを添加剤として用いて、電子線露光によ

るレジスト中の酸収量や感度に与える影響について

調べた。 

２．実験（Experimental） 

ポリヒドロキシスチレン(PHS)、酸発生剤（TPS-tf）、

酸感応色素（coumarin6）および添加剤を溶質とし、

THF 溶媒に溶解させたサンプルを石英基板 (3×3 

cm)上に滴下し、スピンコート法により薄膜形成を行

った。ベーク後のサンプルを超高精度電子ビーム描画

装置(ELS-7000HM, ELIONIX) により露光を行い、

その後、酸収量および感度の測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.１に添加剤として、ヘキサメチレンテトラミン

（HMT）およびジフェニルスルホキシド（DPSO）を添

加した際に得られた酸収量の結果をそれぞれ示す。

HMT は典型的なクエンチャーとして働き、添加により

酸収量が減少した。一方、DPSO は高いプロトン親和力

を有するにも関わらず、DPSO へのプロトン捕捉反応が

起こらないことが明らかとなった。この結果および以前

のパルスラジオリシスの結果から、DPSO による脱プロ

トン反応の促進が考えられることから、レジストに添加

することによる感度増加について今後検討する必要が

ある。 
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Fig. 1. Relationship between the concentration of the additives [HMT (a) and DPSO (b)] 

 and [C6H+] (acid yield). 


